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１．概要（Summary） 
結晶 Si 太陽電池の高効率化のための新しい構造を検

討している。今回、結晶 Si 基板上に形成された SiO2 膜

上に熱 CVD および LPCVD 装置を用いて、多結晶 Si
薄膜を形成することを試みた。 

 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
熱 CVD、LPCVD 
【実験方法】 

6 インチ、ミラーSi 基板上に SiO2 膜を 1 nm 形成した

サンプルを準備した。この SiO2 膜上に熱 CVD 装置を用

いて温度 800℃、12 分の条件でリンをドープした多結晶

シリコン膜を堆積した。 
また、6 インチ、ミラーSi 基板上に SiO2 膜を 25 nm 形

成したサンプルを準備した。この SiO2膜上に LPCVD装

置を用いて温度 600 ºC、10分の条件で多結晶シリコン膜

を堆積した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

熱 CVD 装置を用いて SiO2 膜上に作製した Si 薄膜

の断面 TEM 写真を、Fig. 1 に示す。膜厚が約 170 nm
の多結晶 Si 薄膜が形成されている。 

LPCVD 装置を用いて SiO2 膜上に作製した Si 薄膜

の表面写真をFig. 2に示す。ウェハ面内で膜厚の均一性

の良い膜が得られている。 
現在これらのサンプルを用いて太陽電池作製プロセス

の検討を行っている。 
 
 
 
 

 

Fig. 1 TEM image of the sample with poly-Si thin 
film deposited by thermal CVD. 
 

 
Fig. 2 Surface photograph of the sample with poly-
Si thin film deposited by LPCVD.  
 
４．その他・特記事項（Others） 

試料の作製にあたり、渡邉拓様、庄子征希様に感謝し
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